SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ -
INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

poszukuje Kandydata na stanowisko
LIDERA OBSZARU CZUJNIKOW i STRUKTUR CIENKOWARSTWOWYCH
oraz MODYFIKACJI POWIERZCHNI
(pion badawczy)
nr naboru N/43/2020

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Instytut Technologii Elektronowej prowadzi badania naukowe
1 prace rozwojowe nad nowymi konstrukcjami i technologiami wytwarzania pétprzewodnikowych
podzespotow  mikroelektronicznych,  fotonicznych  oraz = mikromechanicznych  wdrazajac
1 upowszechniajac wyniki swoich prac w polskiej gospodarce. W szczego6lnosci sa to prace nad
zaawansowanymi  technologicznie: laserami rezonansowymi i kaskadowymi, detektorami
promieniowania podczerwonego i jonizujacego, czujnikami sygnatow nieelektrycznych, uktadami
scalonymi, mikrosystemami elektronicznymi, czujnikowymi i mikroprzeptywowymi, tranzystorami
mocy i mikrofalowymi, mikroelektronicznymi uktadami hybrydowymi oraz nowymi metodami
charakteryzacji materiatow, struktur i przyrzadow potprzewodnikowych. Istotng aktywnos$cig Instytutu
jest rowniez prowadzenie dziatalno$ci normalizacyjnej, certyfikacyjnej i aprobacyjne;j.

Rodzaj umowy: umowa o praceg

Liczba wolnych stanowisk pracy: 1

Wymiar etatu: petny etat

Miejsce pracy:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Instytut Technologii Elektronowej,

Zaktad Mikro- i Nanotechnologii Pétprzewodnikéw Szerokoprzerwowych,
Aleja Lotnikow 32/46, 02-668 Warszawa

Zakres obowigzkow:

e prowadzenie badan naukowych w obszarze czujnikdw, ze szczegdlnym uwzglednieniem
czujnikbw  cienkowarstwowych  oraz =~ w  obszarze  cienkich  warstw/struktur
cienkowarstwowych i modyfikacji wlasciwosci powierzchni do zastosowan czujnikowych,
elektronicznych, elektrochemicznych i medycznych,

e publikowanie wynikow prac badawczych w czasopismach naukowych i na konferencjach
naukowych

e nawigzywanie i prowadzenie wspolpracy z przedsi¢biorcami,

e oOpieka merytoryczna nad mtodymi pracownikami naukowymi,

e pozyskiwanie finansowania badan ze zroédet zewnetrznych (poza dotacja na dzialalnosé
statutowg), takich jak: projekty badawcze NCBiR, NCN, programy ramowe UE, zlecenia
komercyjne, inne granty i projekty zamawiane badz celowe,

e stworzenie i organizacja prac grupy badawczej.

Wymagania:
e posiadanie stopnia haukowego, co najmniej doktora, w dziedzinie nauk technicznych,
e CO najmniej 5-letnie doswiadczenie w sektorze badawczo- rozwojowym, w szczegdlnosci:

- doswiadczenie w technologii nanoszenia cienkich warstw, w szczego6lno$ci warstw
zwigzkow metali, w tym tlenkdéw i1 azotkow metali, m.in. technikami osadzania z fazy
gazowej (ALD, CVD, PECVD),

- doswiadczenie w pracy w warunkach bardzo czystego laboratorium (clean-room)

- doswiadczenie w zakresie technik charakteryzacji materialtdow oraz charakteryzacji
powierzchni materiatdéw, w szczegdlnosci dyfraktometrii rentgenowskiej, elipsometrii
1 transmisji optycznej, fotoluminescencji, mikroskopii sit atomowych, RBS, SIMS,
XPS,

- doswiadczenie w technologii wytwarzania powlok funkcjonalnych dla zastosowan
czujnikowych, mikroelektronicznych, medycznych,



samodzielne prowadzenie projektow badawczych w dziedzinie nauk technicznych,
zwigzanych z technologig i badaniami cienkich warstw i struktur cienkowarstwowych, w tym:
kierowanie co najmniej trzema projektami badawczymi lub zadaniami w ramach projektow
badawczych realizowanych w ostatnich 12 latach
bardzo dobra znajomo$¢ jezyka angielskiego — ptynna mowa i pisanie oraz czytanie tekstow
Umiejetnos¢ pracy w zespole
bardzo dobra znajomo$¢ jezyka polskiego — ptynna mowa i pisanie oraz czytanie tekstow,

mile widziane

dodatkowe doswiadczenie w technologii nanoszenia cienkich warstw z zastosowaniem
rowniez innych technik niz osadzanie z fazy gazowe;j,

doswiadczenie we wspotpracy z innymi placowkami badawczymi krajowymi
| zagranicznymi,

doswiadczenie w opiece nad mtodymi pracownikami naukowymi (rola opiekuna praktyk
studenckich, promotora pracy doktorskiej, itp.),

staze 1 wizyty w zagranicznych osrodkach badawczych w ostatnich 10 latach (nie krétsze
niz tygodniowe),

doswiadczenie we wspotpracy naukowej z przedsiebiorcami,

wspolautorstwo zgloszen patentowych lub/i przyznanych patentoéw i wzoroéw uzytkowych,
zwigzanych z dziedzing techniki,

autorstwo 1 wspotautorstwo publikacji naukowych w czasopismach z listy JCR,
co najmniej 5 w ostatnich 3 latach,

CO najmniej 2 referaty zaproszone w ciagu ostatnich 3 lat,

dos$wiadczenie w przygotowaniu wnioskdw projektowych finansowanych ze zrédet
zewnetrznych (poza dotacja na dziatalno$¢ statutowa), takich jak: projekty badawcze
NCBIR (wymagane przygotowanie wnioskow we wspotpracy migdzynarodowej), NCN
(wymagane przygotowanie wnioskow we wspoOtpracy mig¢dzynarodowej), inne granty
1 projekty zamawiane badz celowe,

posiadanie stopnia naukowego: dr hab. nauk technicznych.

Wymagane dokumenty:

CV zawierajace szczegdlowy opis kwalifikacji i do§wiadczenia zawodowego potwierdzajace
spetnianie wymagan i zdolno$¢ do wykonywania obowigzkow wskazanych w niniejszym
ogloszeniu o naborze,

list motywacyjny,

kserokopie dokumentow potwierdzajacych wyksztatcenie oraz posiadane kwalifikacje
zawodowe niezbgdne do wykonywania pracy na stanowisku okre$lonym w ogloszeniu

0 naborze,

wykaz publikacji z listy JCR,

wykaz patentéw i wnioskow patentowych oraz wzorow uzytkowych i wnioskoéw dotyczacych
wzordéw uzytkowych,

wykaz wygloszonych referatow zaproszonych.

Kandydatom oferujemy:

prace w organizacji badawczej nastawionej na realizacj¢ innowacyjnych, prestizowych
projektow B+R,

mozliwos¢ zdobycia unikalnego doswiadczenia zawodowego,

zatrudnienie na umowe o prac¢ od zaraz,

pewne, regularne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejetnosci i zaangazowania,
dobre wprowadzenie, przeszkolenie i wsparcie zespotu profesjonalistow.



Miejsce skladania dokumentow:

Dokumenty aplikacyjne prosimy kierowa¢ w formie elektronicznej na adres mailowy
praca@ite.waw.pl w tytule wpisujagc numer naboru N/43/2020 do dnia 2 wrze$nia 2020 r. do
godziny 15:00.

Do dokumentéw prosimy dotaczy¢ niniejsza klauzule:

»Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb
biezacej rekrutacji oraz o$wiadczam, ze zapoznalam/em si¢ z zalaczona klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Instytucie Technologii
Elektronowej.”

Jednoczesnie uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy si¢ tylko z wybranymi osobami.

data publikacji 11.08.2020 r.



Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Instytut Technologii Elektronowej
Klauzula informacyjna dla osoby ubiegajacej si¢ o zatrudnienie
oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) — zwanego
dalej Rozporzadzeniem 2016/679, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sie¢ Badawcza Fukasiewicz - Instytut
Technologii Elektronowej w Warszawie, Aleja Lotnikow 32/46, 02-668 Warszawa,;

2) w sprawach zwigzanych z Pana/Pani danymi osobowymi prosze kontaktowac si¢
z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@ite.lukasiewicz.gov.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda wyltacznie dla potrzeb aktualnej rekrutacji,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporzadzenia 2016/679 oraz Kodeksu Pracy;

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres trzech miesigcy
po zakonczeniu aktualnej rekrutacji;

5) Pani/Pana dane osobowe nie b¢da przekazywane odbiorcom zewn¢trznym;

6) posiada Pani/Pan prawo, po spelnieniu warunkéw okreslonych w Rozporzadzeniu
2016/679, do zadania od administratora dostgpu do swoich danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnigcia zgody na przetwarzanie w dowolnym
momencie;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, jesli uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie narusza przepisy o ochronie
danych osobowych;

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych
uniemozliwi udziat w postgpowaniu rekrutacyjnym.



